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기술명

실리콘 웨이퍼의 비아홀 측정 장치 및 방법

l 특 허 번 호 : 10-2012-7012430 l 보 유 기 관 : 한국표준과학연구원

l 패밀리정보 : US9121696B2, WOWO2011-162566A2

l 패키징특허 : 없음

 기술개요

Ÿ 웨이퍼를 손상시키지 않고 비아홀의 깊이와 지름을 정확하게 측정할 수 있는 실리콘 웨이퍼의 비아홀 측정 장치 
및 방법에 관한 기술

Ÿ 활용처 : 반도체 패키지 공정 기술분야

기존 한계점 기술 차별점

Ÿ 비아홀이 원하는 소정의 깊이와 지름을 가지며, 
정상적으로 형성되었는지 확인하기 어려운 단점이 
있음

Ÿ 비아홀이 소정의 깊이와 지름으로 만들어졌는지 
여부를 검사하기 위한 기술 개발이 필요함

Ÿ 비아홀의 깊이와 지름을 정확하게 측정할 수 있는 
비아홀 측정 장치 및 방법을 제공

Ÿ 실리콘 웨이퍼의 비아홀의 깊이를 고속으로 고해상도로 
측정할 수 있는 기술 제공

Ÿ 외부 진동으로 인한 측정 노이즈를 줄일 수 있는 기술 
및 방법 제공

Ÿ 비아홀의 지름이 작아도 고정밀도로 비아홀의 깊이와 
지름을 측정방법 제공

세 부 내 용 대표 이미지

Ÿ 비아홀의 깊이를 측정하는 간섭계를 포함

Ÿ 간섭계는 광대역 적외선의 광이 비아홀의 바닥면, 
실리콘 웨이퍼의 전면 또는 배면의 경계면에서 
반사됨으로써 생성되는 간섭 신호를 감지

Ÿ 간섭 신호의 스펙트럼 주기 분석을 통해 다수 주파수 
성분에 대한 광경로차를 동시에 획득하여 비아홀의 
깊이와 지름을 측정함
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